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ABSTRACT

Dietz, Nikolaus

Charakterisierung von Halbleitern fiir photovoltaische Anwendungen mit Hilfe der

Brewster-Winkel-Spektroskopie

Fiir die optische Charakterisierung von Festkorpern wird ein neues Verfahren, die Brewster-

Winkel-Spektroskopie, vorgestellt. Die mathematischen Zusammenhénge fiir die analytische
Berechnung der dielektrischen Funktion aus den Mefigroen Brewsterwinkel @g und Refle-

xionsvermogen im Brewsterwinkel Rylgg werden angegeben. Die Einfliisse von Bedeckun-

gen oder von Oberflichenrauhigkeit auf die MeBgroen werden durch ein 3-Schichten-
Modell beschrieben.

Mit dem neuen Verfahren werden die optischen Konstanten der Halbleiter GaAs, InP, CdTe
und CulnS, im Energiebereich von 0.75 eV bis 2.7 eV bestimmt. Innerhalb der

Energieliicken der Halbleiter werden kontaktlos bei Raumtemperatur Defektstrukturen
ermittelt. Da das Verfahren die physikalischen Groen €1 und €, durch die Messung von ¢g

bzw. Rylpg weitgehend unabhéngig voneinander - aber simultan - bestimmt, werden die

durch die Dotierung von GaAs und InP induzierten Anderungen von g; und €, in den

niederenergetischen Bandausldufern detailliert untersucht.

Zur Materialentwicklung von CulnS, sind die Phasenbeziechungen entlang den
pseudobiniren Phasenschnitten CuS,-In und Cu-CulnS, angegeben. Bei der Ziichtung von
CulnS,-Proben konnten reproduzierbare, lamellare Strukturen synthetisiert werden. Durch
die Charakterisierung der hergestellten CulnS,-Proben mittels Brewster-Winkel-
Spektroskopie und Photolumineszenz werden drei neue Defektzustinde 170-180 meV, 330
meV und 590meV oberhalb der Valenzbandkante identifiziert.
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